
MOS管定义
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增强型Nmos管

在低掺杂浓度的P型半导体上，通过扩散
技术，做出两块高掺杂浓度的N型半导体

MOS管，是MOSFET的缩写。

英文全称：Meta l -Ox ide-Semiconductor  

F ie ld-E f fec t  T rans i s tor。

M：Meta l（金属）

O：Oxide（氧化物）

S：Semiconductor（半导体）

FE：Fie ld-E f fec t（场效应）

T：Trans i s tor（晶体管）

中文全称：金属氧化物半导体场效应晶体管，

简称金氧半场效晶体管



MOS管的工作原理

1、MOS管是什么东西？ 开关

2、是怎样的开关？ 可以实现高频开启和关闭，轻松就能达到10万次每秒
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3、是怎么工作的？ 通过GS之间的电压，使DS开启和关闭。

N管



MOS管识别

N 管

P 管

带ESD防静电



MOS管识别

SOT23(小23) SOT23-3L(小23) SOT89-3 SOP-8 TSSOP-8 TO-252

TO-263 TO-220 DFN TO-92



MOS管选型



MOS管应用----锂电池保护板

锂电池充电、放电保护开关



MOS管应用----锂电池保护板
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当达到4.35V的时候，
保护IC会关断MOS，
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正常工作时，两个mos都打
开，当保护时，两个mos都
关断，充电时，后端mos关
断起保护作用，放电时，前
端mos关断起保护作用。



MOS管应用----锂电池保护板

 产品选型要点要求：

 VDS=串数乘4.35V乘120%

 ID   =实际过流*2*2,假设设定过流5A，那么要选用10A，余量选择20A的MOS

           余量参数参考MOS参数EAS 雪崩电流

 VGS=IC的工作电压，常规单节-两串锂电池的保护IC是10V工作电压，因此选     

          型可以用VGS±12V，3串以上IC工作电压一般都是在12V，因此要求3串    

          以上的使用VGS±20V/25V/30V

 产品关键指标：EAS，GFS，RDS，VDS，CISS



MOS管应用----锂电池保护板

单双节 3-6串



MOS管应用----电机

果汁杯

筋膜枪

散热风扇



MOS管应用----LED灯




